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ASIC-Technologien mit Deep-Sub-Micron-Strukturen

Europa und modernste ASIC-Technologien -

ein Widerspruch?

Ein ASIC-Design mit Strukturgréfien von 9o nm und darunter ist
nicht »ganz billig«. Die FPGA-Hersteller erkld@ren dementspre-
chend auch gerne, dass ein ASIC-Design in modernsten Techno-
logien nur dann gerechtfertigt ist, wenn wirklich hohe Stiickzah-
len dahinter stehen. Aber gibt es in Europa iberhaupt noch ei-
nen Zielmarkt, fiir den das zutrifft?

Sind in Europa modernste ASIC-
Technologien iiberhaupt noch
von Interesse? Bei welcher Tech-
nologie liegt heute der Schwer-
punkt in Europal Uber welche
Stickzahlen reden wir iiber-
haupt?

Und Rainer Kase, Senior
Manager Custom 50C Unit bei
Toshiba Electronics, erklart, dass

Stiick,/Jahr. In Europa liegt Toshi-
bas ASIC-Schwerpunkt im Be-
reich Digital Consumer ~ wie bei-

2006 und Anfang 2007 die meis-
ten ASICs noch mit 130-nm-5truk-
turen realisiert wurden, mittler-
weile sind aber 90-nm-5trukturen
die am meisten genutzte Techno-
logie. »Einige 65-nm-Desgins lau-
fen auch schon «, so Kase weiter.
40 nm fiir ASIC-Produkte befin-
den sich bei Toshiba in Europe
noch in der Planungs- und Pro-
motion-Phase.

Laut Kases Aussage liegen die
typischen Stiickzahlen fiir ASICs
in Europa bei 500.000 bis 5 Mio.
Stiick pro Jahr. Trapp sieht die
Grenze fur Standardzellen-ASICs
sogar bei einigen Millionen
Stiick/Monat. Bei den Gate-Ar-

spielsweise TV, Bildverarbeitung,
Home-Networking. Kise: »Die
Produkte fiir Public/Optical-Tele-
com-Networking tragen immer
noch einen nennenswerten Bei-
trag zum Umsalz bei, aber die An-
zahl der neuen Produktstarts hat
hier stark abgenommen.¢

Nachdem also
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rays, die sich durch extrem kleine auch in Europa Bedarf an kleins-

Einmalkosten auszeichnen, liegen ten Strukiurgrofen besteht, ist es

die Stiickzahlen deutlich niedri- interessant zu wissen, wie die Ro-

ger, namlich bei zirka 50.000 admaps der einzelnen Hersteller
aussieht?
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Toshiba Electronics

Toshiba nuizt in der Serienferiigung derzeit /3-
nm-Strukiuren (SIA mit einer Gate-Linge von 50
nm). Der Prozess ist sowohl fiir COT- als auch
fiir Produkte, die auf der ASIC-Bibliothek basie-
ren voll qualifiziert. Fiir das Design-In kinnen
COT-Kunden bereits auf 40-nm-Prozesse zuriick-
greifen. Laut Kase soll ab Juni 2008 auch die vor-
laufige ASIC-Standardzellen-Bibliothek verfiig-
bar sein, ab Oktober 2008 gibt es dann auch die
endgiiltige Version. Toshiba erwartet erste Tape-
Outs fiir diese Strukturgréfien im Januar 2009
und wird aller Vorrausicht nach Massenproduk-
tionsaufirdge ab Juli 2009 akzeptieren.

Kase erklirt, dass fiir den 40-nm-Prozess die
anfangliche Core-Versorgungsspannung 1,1 V
sein wird. (Jber Optionen von 1,0 V und/oder
00,9 V wird zurzeit noch diskutiert. Als 1/0-Span-
nungen stehen 3,3V, 2,5 V, 1, 8V (SerDes, DDR2)
und 1,2/1,1 V [SerDes/VoltageConverter] zur
Verfiigung. Die Raw Gate-Density liegt bei 2,1
Mio. Gattern pro mm?, die SRAM-Dichte bei zir-
ka 4 MBit pro mm?. Kise: »Fin im Consumer-
Marktsegment zu verwendendes Produkt mit ei-
ner Core-Fliche von 40 mm? kann somit realis-
tisch eine Komplexitdt van 20 bis 25 Mio. Gat-
tern und biz za 100 MBit an SRAM ereichen.«
Die Taktfrequenzen hdngen stark von der Ar-
chitektur ab, 400 bis 500 MHz sind méglich und
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werden von Toshiba als »Main-
streamw erwartel. Kase: »Hohere
Frequenzen als 500 MHz sind
durchaus auch machbar, erfor-
dern aber spezielle Technologie-
Optionen und Implementierungs-
Methoden.« Auch Toshiba stellt in
dieser Prozesstechnologie Stan-
dardfunktionen wie PLL, ADC/
DAC, Memory-Interfaces (DDR2/
3) zur Verfiigung, deren Verflig-
barkeit in der Einfiihrungsphase
durch die kankreten Applikatio-
nen getrieben wird.

»Als erste Produkte werden
Applikations- und Co-Prozesso-
ren fiir Smartphones erwartet, da-
her werden auch Analogfunktio-
nen wie MIPI- und Mobile Memo-
ry Schnittstellen integriert werden
konnen«, so Kise weiter. An
Hochgeschwindigkeitsschnittstel-
len bietet das Unternehmen
USB2.0 {480 MBit/s), PCl Express
sowie ein Multirate/Multiproto-
koll SerDes mit einer Datenrate
bis zu 8,25 GBit/s an, laut Kase
befinden sich héhere Datenraten
in der Planung. An Speichertech-
nologien konnen die Entwickler
aufl embedded SRAM (Single Port,
Multi Port) — optimiert fir hohe
Geschwindigkeit oder hichste
Dichte -, Register-Arrays. ROM
und elektrisch programmierbare
Fuse-boxes (PROM/OTP] zuriick-
greifen. Zusdwzlich sieht eine
Technologie zur Verfiigung, bei
der spezielle Speicher-Dies mittels
dichter Micro-Bump-Technologie
als »Stack« kombiniert werden
konnen.
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Rainer Kiise,
Toshiba Electronics

}} Die Micro-Bump-Technologie
zeichnet sich im Vergleich zur Wire-
Bond-basierten SiP-Technologie
durch elne um Griifenordnungen
hihere Bandbrejte und durch eine
geringere Verlustleistung aus.
Diese Technologie ist von Thren
Eigenschaften mnd Vorteilen eher
mit dem manolithisch integriertem
DRAM zu vergleichen als mit der
Technologie. {(

Prozessvariationen
im Griff?

Mit kleiner werdenden Struk-
turen steigen die Prozessvariatio-
nen. Entsprechend setzen die Un-
ternehmen auf wverschiedenste
Ansdtze, um die Probleme in den
Griff zu bekommen. So nuizt Tos-
hiba beispielsweise fiir seinen 40-
nm-Prozess verschiedenste Tech-
nologien, die sich auf das Sub-
strat, Drain, Gate und »5tress« be-
ziehen, um die Prozessvariatio-
nen und deren Effekt zu verrin-
gern. Auierdem stehen Metho-
den zum akiiven Management
des Back-Biasing zur Verfiigung.
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Das Markifenster treffen

»First time right«

Laut Rainer Kase, Senior Ma-
nager Custom SoC Unit bei Tos-
hiba Electronics, stehen auf der
Kundenseite funktionale Fehler
an erster Stelle der Grinde,
warum das First-time-right-Ziel
nicht erreicht wird. In vielen Fal-
len kénnten solche Fehler aber
durch  Software-Workaround
oder Abstriche bei der funktiona-
len Spezifikation kompensiert
werden. Auf Herstellerseite gdbe
es bisweilen Probleme bei der
elekirischen Spezifikation, spe-
ziell bei Mixed-Signal-IPs und de-
ren Testmethode/Testimplemen-
tation. Kase: »Oft sind die eigent-
lichen Griinde fiir die Fehler autf
Kunden- und Herstellerseite im
unzureichenden Projektmanage-
ment und im hohen Zeitdruck
auszumachen.«

Deshalb legt Toshiba als wich-
tigste Mafinahme zum Erreichen
des First-time-right-Zieles einen
hohen Stellenwert auf ein profes-
sionelles Projektmanagment. Das
ganze geschieht in enger Zusam-

. menarbeit mit dem Kunden und
Zzwar fiir den gesamten Prozess,
also von der Spezifikation bis zur
Massenproduktionseinfithrung,
Aufierdem bietet Toshiba zur Ver-
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ringerung der Wahrscheinlichkeit
funktionaler Probleme intensive
Unterstiitzung bei der Verifika-
tion an (Formale Verifikation, RT-
Level Rule Checking, System/
Highlevel Verification Support).
Kase ist uberzeugt, dass Toshibas
umfangreiches Angebat an vor-
verifizierten/qualifizierten digita-
len [P-Blocken ebenfalls dazu bei-
trigt, dass das Silizium bereits
beim ersten Durchlauf richtg
funktioniert.

Um die Probleme bei den
Mixed-Signal-IPs in den Griff zu
bekommen, setzt Toshiba unter
anderem auf die Entwicklung die-
ser Blocke durch interne Teams -
gegebenenfalls basierend auf 3rd-
Party-Architekturen. Sicher ist
aber in jedem Fall: Toshiba fiihrt
immer intern eine Evaluierung.
Validierung und Qualifizierung
mit Hilfe von Testchips durch. Ka-
sg: »Dabei werden sowohl die
Standard-Compliance sicherge-
stellt, als auch die Test- und Her-
stellbarkeit mit hoher Ausbeute
unter Beriicksichtigung aller er-
warteten FProzessvariationen.«





